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Cile pfedmétu:
Ziskat hlubsi znalosti 0 fyzikalnich principech radia¢niho poskozovani polovodi¢ovych struktur a o
experimentech zkoumajicich radia¢ni problémy.

Obsahové zaméfeni:

Tento kurz se zabyva analyzou radia¢nich problémi se zaméfenim na nejvyznamnéjsi aspekty, které jsou
dilezité pro pochopeni degradujicich efektt, jenz jsou pozorovany v polovodi¢ovych zafizenich, v
integrovanych obvodech a v elektronickych systémech béhem jejich ozafeni. Analyza je vénovana jak efektim
zpisobenych jednotlivymi ¢asticemi ionizujiciho zafeni (tzv. ,,single event effects” a ,,soft errors®) tak efektim
vytvorenych kumulovanou depozici energie radiacniho zafeni (tzv. ,total ionizing effects*).

Zakladni témata:

1. Zdroje ¢astic ionizujiciho zafeni vhodné pro radiaéni testy (radionuklidové zdroje ¢astic alfa, zafizeni
poskytujici neutrony, protony a tézka jadra), zakladni mechanismy radiaéniho poskozeni
polovodi¢ovych materialt a zafizeni.

2. Kuvalitativni popis technologickych prvki polovodicovych detektord (polovodice a semi izolaéni
materialy, usmérnujici prechody, ohmické prechody, pasivaéni vrstvy, ,,p-stop®, ,,p-spray* a
,moderated p-spray” izolacni vrstvy, stripy, pixely, ochranné krouzky).

3. Radiacni poskozeni zptisobené kumulovanou depozici energie v kiemiku (poSkozeni povrchu a vnittku
detektoru, NIEL hypotéza, méfené veli€iny, proces zihani, radia¢ni odolnost kiemikovych detektorti
vyrobenych riznou technologif).

4. Radia¢ni odolnost detektorti ionizujiciho zafeni zalozenych na jinych materidlech nez je kiemik (GaAs,
CdTe, CZT, ...).

5. Konstrukce detektorti a zobrazovacich jednotek individualnich fotonti zalozenych na technologii CMOS
(lavinové diody, rezim proporcionalni a GM, ochrana pred¢asného prirazu na hranach silné
dopovanych vrstev, principy haseni laviny a nasledujiciho nabijeni).

6. Piehled experimentd zkoumajicich radia¢ni odolnost zobrazovacich systému zalozenych na lavinovych
diodach.

7. Konstrukce paméti typu SRAM a strategie zvyseni jejich radiaéni odolnosti zalozenych jak na zméné
designu, tak na uprave vyrobniho procesu, radiacni efekty zptisobené integralni davkou, vratné a
nevratné radiacni efekty zplisobené interakei jednotlivych ¢astic ionizujiciho zareni.

8. Prehled experimentd zkoumajicich radiacni odolnost paméti typu SRAM.

9. Programovatelna pole (FPGA), vratné a nevratné radiacni efekty, detekéni a korekéni techniky, modely
spolehlivosti.

10. Piehled experimentt zkoumajicich radia¢ni odolnost FPGA.

11. Autonomni detekce a charakterizace radiacnich efektti v dalSich typech polovodi¢ovych integrovanych
obvodi.
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Doporucena:
Odborné ¢lanky vénované zkoumani radia¢ni odolnosti polohové citlivych polovodi¢ovych detektort
ionizujiciho zafeni.




